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БЕЛОРУССКО
РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
НАБИРАЕТ СИЛУ

Семинар открылся вызвавшим большой интерес аудитории докладом
академика Ж.И. Алферова “О состоянии дел и перспективах разви�

тия лазеров на основе полупроводниковых материалов и структур”.  В
докладе отмечалось, что в отличие от лазеров других типов, полупровод�
никовые устройства, появившиеся почти 40 лет назад, еще не достигли
своих предельных возможностей. И сейчас полупроводниковые лазеры и
системы на их основе – наиболее быстро развивающиеся направления
квантовой электроники и техники. Сегодня на мировом рынке лазерной
техники они занимают первое место по объему продаж – более 4 млрд.
долл. в год. Согласно прогнозам, эта ситуация не изменится и в первом
десятилетии будущего столетия. Более того, докладчик убежден, что в
ближайшее время полупроводниковые лазеры смогут конкурировать
почти со всеми (если не со всеми) остальными типами лазеров. Этим и
объясняется актуальность семинара и большой интерес к нему.

Ведущие специалисты Российской Федерации и Республики Бела�
русь хорошо понимают перспективность технологии полупроводнико�
вых лазеров. Об этом свидетельствуют представительность состава уча�
стников и содержательный уровень заслушанных сообщений. От РФ в
работе семинара участвовали ученые крупнейших академических ин�
ститутов – ФТИ им. А.Ф. Иоффе (г. Санкт�Петербург), Физического ин�
ститута им. П.Н. Лебедева, ИОФ, крупнейших высших учебных заведе�
ний – МИФИ, МФТИ, МГУ, МИРЭА,  ведущих научно�исследовательских
предприятий – ГП НИИ “Полюс”, ПО “Электролуч”, СКБ светосильных
приборов (г. Москва), ТРИНИТИ (г. Троицк), ГНЦ НПП Физико�энерге�
тического института (г.Обнинск), ГУ НПП “Инжект” (г.Саратов), ГП МИ�

КВЭЛ (г.Новосибирск), НИИ “Платан” (г.Фрязино). Беларусь была пред�
ставлена НАНБ в лице ученых Института физики им. Б.И. Степанова,
Института молекулярной и атомной физики, Института электроники,
Института физико�органической химии, а также  БГУ, Беларусского го�
сударственного университета информатики и электроники. 

Около 40 докладов были посвящены как физическим процессам в
различных типах полупроводниковых лазеров (инжекционных, с накач�
кой электронным пучком, стриммерных), так и рассмотрению состоя�
ния разработок промышленных систем на базе таких лазеров в России
и Беларуси. Многие работы представляли собой результат совместной
деятельности коллективов разных стран. Так, ФТИ им. А.Ф. Иоффе ус�
пешно сотрудничает с Департаментом электроники и электронной тех�
ники Великобритании и Техническим университетом ФРГ, Институт
физики им. Б.И. Степанова – с фирмой Aixtron и Институтом полупро�
водниковой техники (ФРГ), Кларедонской лабораторией Оксфордского
университета (Великобритания), Лабораторией лазерной техники и оп�
тических волокон (Италия) и Институтом низких температур и исследо�
вания структур Польской академии наук.

Из представленных на семинаре докладов следует, что в последние
годы достигнуты несомненные успехи в разработке технологии выра�
щивания полупроводниковых соединений группы А3В5, в том числе ни�
трида галлия и создания на них световодных и лазерных структур, ра�
ботающих в коротковолновом диапазоне длин волн. Недавно появи�
лись сообщения и о создании структур инжекционных лазеров на осно�
ве широкозонных соединений группы А2В6, но по сроку службы они по�
ка существенно уступают структурам на А3В5, технология которых хоро�
шо отработана. Интерес собравшихся вызвало и сообщение представи�
теля фирмы Hewlett�Packard Р. Керна о результатах создания структур
на новых полупроводниковых материалах. Им были продемонстрирова�
ны эффективные нитридгаллиевые светодиодные структуры, работаю�
щие во всем видимом диапазоне длин волн – от красного до голубого. 

На семинаре широко обсуждалось и новое направление в области
полупроводниковых лазеров, интерес к которому непрерывно растет:
формирование сложных квантоворазмерных структур, в том числе
квантовых нитей или квантовых точек. Лидер в этом перспективном на�
правлении – ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Это еще раз свидетельствует о том,
что несмотря на экономические трудности, уровень работ в области
новых материалов и структур полупроводниковых лазеров в России и
Беларуси не уступает мировому уровню, а по пониманию физических
процессов в таких структурах и превосходит его.

Использование квантоворазмерных слоев в качестве активной среды
позволило сотрудникам ГП МИКВЭЛ при ПО “Север” вырастить
InGaAsP/GaAs�лазерные структуры раздельного ограничения на длину
волны 0,808 нм. На базе таких структур можно изготавливать лазеры
мощностью до 1 Вт в непрерывном режиме, а также линейки мощно�
стью до 10 Вт.

Особенно отрадно отметить практическое применение научно�тех�
нических достижений в элементной базе нового поколения. Так, ученые
ФТИ им. А.Ф. Иоффе участвовали в создании перестраиваемых по ча�
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стоте диодных лазеров на основе как традиционных двойных гетерост�
руктур на InAsSb/InAsSbP, так и новых структур на разъединенных гете�
ропереходах II типа в системе GaInAsSb/InAs. Разработанное в БГУ ин�
форматики и электроники приемопередающее устройство цифровой
волоконно�оптической линии передачи уже используется в системе ка�
бельного телевидения г. Минска. Приемопередатчик характеризуется
высокой скоростью передачи, отсутствием линейного кодирования, а
опыт эксплуатации показал его высокую надежность.

Все более широкое применение в различных отраслях промышлен�
ности (технологических процессах, медицине) находят мощные полу�
проводниковые лазеры. В докладе группы специалистов ГУ НПП “Ин�
жект” был представлен мощный импульсный излучатель с симметрич�
но�круговой (относительно оптической оси) диаграммой направленно�
сти излучения. Максимальная выходная импульсная мощность прибо�
ра равна приблизительно 1000 Вт при длительности импульса около
10�6 с и частоте следования 100 Гц. Разработка мощных лазерных уст�
ройств ведется и в ГНЦ РФ ФЭИ. Изготовленная здесь конструкция ли�
нейки лазерных диодов с принудительным жидкостным охлаждением
может отводить мощность до 400 Вт. В отличие от известных конструк�
ций в новом устройстве для охлаждения диода использована распола�
гаемая непосредственно на кристалле капиллярная структура.

Большой интерес собравшихся вызвало сообщение представителей
НИИ “Платан” о подготовке к промышленному производству новых типов
полупроводниковых лазеров – с накачкой сканирующим электронным пуч�

ком (квантоскоп) и с накачкой мощным (10 Мвт) короткоимпульсным элек�
тронным пучком. Эти приборы – основа для создания средств отображе�
ния информации, аппаратуры исследования быстропротекающих процес�
сов и систем управления движением транспортных средств (морских, воз�
душных). По таким устройствам Россия сохраняет абсолютный приоритет.

Дальнейшие перспективы развития и совершенствования лазеров с
электронной накачкой открывают работы ученых Физического институ�
та им. П.Н. Лебедева РАН и МИФИ. В ФИАНе в ходе экспериментов по�
казана возможность создания лазеров с электронной накачкой на осно�
ве квантоворазмерных структур и их перспективность. Работы МИФИ
были посвящены выявлению влияния многомодового характера излу�
чения квантоскопа на расходимость и разрешение проекционных сис�
тем на его основе, а также возможности оперативного управления диа�
граммой направленности излучения путем распределения плотности
тока в электронном пучке накачки.

В заключение хотелось бы отметить прекрасную организацию семи�
нара и поблагодарить Национальную академию наук Беларуси, а также
сотрудников Института физики им. Б.И. Степанова, особенно проф.
В.П. Грибковского, проф. Г.П. Яблонского и Г.И. Рябцева, – за оказан�
ное гостеприимство. 

Следующий семинар должен состояться в Санкт�Петербурге в 2001
году. Добро пожаловать на него с сообщениями о новых открытиях,
разработках и внедренных в производство полупроводниковых лазеров
и систем на их основе.
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